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Найпростішим методом перетворення теплової енергії в електричну є використання 

термоелектрогенераторів. Крім того, пошук та дослідження нових матеріалів для створення 

термоелектричних генераторів обумовлюється постійним зростанням споживання 

електроенергії та її вартості. З роботи [1] відомо, що сполука Pb3Ga2GeSe8 утворюється на 

перерізі PbGa2GeSе6–PbSe. Халькогеніди свинцю (PbX, де X=S, Se) використовуються як 

матеріали для термоелектричних перетворювачів енергії [2,3], тому дослідження 

електричних та термоелектричних властивостей напівпровідникових кристалів 

Pb3Ga2GeSe8 є актуальним завданням. 

Мета досліджень полягала в тому, щоб термоелектричними методами встановити тип 

провідності кристалів Pb3Ga2GeSe8, експериментально визначити значення питомої 

електропровідності сполук Pb3Ga2GeSe8 при кімнатній температурі та значення коефіцієнта 

Зеєбека, розрахувати термоелектричну потужність кристалів Pb3Ga2GeSe8. 

Для досліджень використовували зразки у формі правильних паралелепіпедів з 

розмірами (5–3)×(2–1)×(2–1) мм3, які вирізались із злитків, отриманих після вирощування 

кристалів. Для вимірювання опору зразків використовували «Омметр цифровий Щ-34». 

Установка, яка використовувалась для визначення типу провідності кристалів Pb3Ga2GeSe8 

та вимірювання їх коефіцієнта Зеєбека, описана в роботі [4]. 

Термоелектричними методами встановлено, що кристали Pb3Ga2GeSe8 належать до 

напівпровідників p-типу провідності. Експериментально визначені значення коефіцієнта 

Зеєбека становили α=110 мкВ/К. Завдяки високим значенням коефіцієнта Зеєбека, 

досліджувані кристали можна використовувати для розробки термодатчиків. Питома 

електропровідність при Т≈300 К становила σ≈60 Ом-1∙м-1. Розраховані на основі 

експериментально виміряних значень α та σ значення термоелектричної потужності 

становили α2∙σ=0,7∙10-6 Вт/м∙К2. Проте остаточно стверджувати про перспективність 

кристалів Pb3Ga2GeSe8 як матеріалів для термоелектричної генерації можна буде після 

визначення термоелектричної добротності (ZT) 
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де, α – коефіцієнт Зеєбека, σ – питома електропровідність, χtot – коефіцієнт 

теплопровідності, T – абсолютна температура. Тобто актуальним завданням залишається 

визначення коефіцієнта теплопровідності кристалів Pb3Ga2GeSe8.  

Таким чином, на основі проведених досліджень, можна зробити висновки, що кристали 

Pb3Ga2GeSe8 належать до напівпровідників діркового типу провідності. Значення питомої 

електропровідності Pb3Ga2GeSe8 становить σ≈60 Ом-1∙м-1. Сполука Pb3Ga2GeSe8 

характеризуються високим значенням коефіцієнта Зеєбека α=110 мкВ/К. Завдяки високим 

значенням коефіцієнта Зеєбека кристали Pb3Ga2GeSe8 можна віднести до матеріалів 

перспективних для виготовлення чутливих термодатчиків. 
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